FUNKAMATEUR-Bauelementeinformation

Silizium-HF-Leistungstransistor

in Epitaxie-Planar-Technologie

KT 925

UdSSR TGL 35490
Grenzwerte Kurzcharakteristik
Parameter (Bedingungen) Typ Kurzzeichen  min. max. @ HF-Leistungstransistor im Metall/
KollortorB S . U V] % Keramik-Stripline-Gehiuse
ollektor/Basis-Spannung cBoO iber- E fe i i
Kollektor/Emitter-Spannung! Ucer [\ 36 ® Treiber un.d ndstu ntrans.lstor mn
(Rpp < 100 Q) FM-Sendern im Frequenzbereich von
BE = . . .
Kollektor/Emitter-Spannung! Uceo 1\%] 18 100 bis 4100 MHz bei 12V Betriebs-
Emitter/Basis-Spannung! Ugpo \%] spannung
KT925A,B 4 ® Transistoren sind nicht fehlanpas-
KT925B,T 3.5 sungsgeschiitzt!
Kollektorstrom! (-spitzenstrom)-2 Ic Tew) [A] ® Transistorelektroden sind vom Ge-
KT925A 0,6 (1,0 hiuse isoliert
KT925B 1,0 (3,0
KT925B,T 3,385 : i i -2-m-Li _
Gesamtverlustleistung® P, W] 1 Elgsztz be?nr;.gthln Amateur-2-m-Linear:
(BC =40 OC) KT925A 5’5 verstarkern moglic
KT925B 11 Kapazitit der Anschliisse
KT925B,T 25
Sperrschichttemperatur 9 °Cl -45 150 Kurzzeichen typ.
1 im Betriebstemperaturbereich 2 tp=20ps; T/p =50 3 dynamisch R
Emitter/ Cws  [PF] 1,8
Gehiduse
Kollektor/ Cwe [PF1 1,5
. Gehiuse
Thermische Kennwerte Basis/Gehduse Cpg [pF] 0,95
Parameter Typ Kurzzeichen min max.
Induktivitit der Anschliisse
Gehiusetemperatur 9 °C] —45 85
Wi iderstand Ry [K/W] .
armewiderstan KT 925 A wio [ 20 Kurzzeichen typ.
KT 9258 10
KT925B,T 44 Emitter Lg [nH} 1,0
Kollektor Ly [nH} 2,4
Basis Ly [nH] 24
Dynamische Kennwerte MaBbild
Parameter (Bedingungen) Typ Kurzzeichen min. typ. max. 835 ..
8 319
Transitfrequenz f:  [MHz] - 3 =113
(f=100MHz; Ucg =10V) N = = s N =
(Ic=0,6A) KT 925 A 500 1200 A ] oy
(Ic=084) KT 925 500 1100 7 16—t
(Ic=104) KT925B,T 450 600 M4
Leistungsverstirkung! Vee [dB] . .
(f=200 MHz; P,, = 0,1 W) KT925A 11 Bild 1/2: MaRbild und Anschlu3bele-
(f =400 MHz; P, = 0,2 W) 7.4 gung
(f=200MHz; P,,=0,5W) KT 9258 8,7
(f =400 MHz; P;, = 1,0 W) 5,0 Einbauhinweise
(f=200MHz; P, =3,0W) KT925B 1,7
g= 400 MHz; P = 5,0 W) 40 @ Anschliisse diirfen bis auf eine Min-
usgangsleistung Pour [W] o .
(f = 300 MHz) destlinge von 4 mm gekiirzt werden
(P = 0,32 W) KT925A 2,0 22 @ Das Kiirzen mu8 ohne Krafteinwir-
P,=10W) KT925B 50 55 kung auf die Gehdusedurchfithrungen
P,=6,7W) KT925B 20 21 der AnschlufBifahnen erfolgen
(P,‘.“ = 5 w) ) KT925T 15 16 ® Lotstellenabstand zum  Gehduse
Riickwirkungszeitkonstante? hon ps] mindestens 3 mm (Wirme moglichst
SJ < ;Olm KT925 A ¢ 10 20 abfuhren’)
o= O . . o
KT92 B 23 35 ® Lotzeit maximal 6s bei 270 °C
(Ig = 100 mA) KT9258,T 11 40
Kollektor/Basis-Kapazitit? Ccao [PF]
(Uea=12,6 V) Literatur
KT925A 10 20
KT925B 19 30 [1] Halbleiterdatenbuch -  Transistoren
KT9258B,T 40 75 Teil 4, S. 183 ff., Berlin 1987
[2] Transistors, Part 4, S. 75ff., Elorg, Mos-
1 C-Betrieb bei Uy =12,6 V; 8, =65°C 2 f=5MHz cow
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Statistische Kennwerte!

Parameter (Bedingungen) Typ Kurzzeichen min. typ. max.
Kollektor/Emitter-Reststrom Icer [mA]
(Uee=36V;Rge 21000 KT925A 0,1 7 (14)?
KT925B 0,2 12 (24)*
KT925B,T 0,5 30 (60)*
Emitter/Basis-Reststrom Igso [mA]
(Ugg=4V) KT925A 0,1 4(8)?
KT925B 0,3 8 (16)?
Ueg=3,5V) KT 925B,T 1.0 10 (20)2
Gleichstromverstirkung B
Uee=5V)
Ic=0,2A) KT925A 20
Ic=04A) KT925B 25
(Ic=1,0A) KT925B,T 45
1 §.=25°C 1 10K, sofern nicht anders angegeben 2 §.=85°C
Kennlinien
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Biid 4: Abhéngigkeit des Basisstroms
von der Basis/Emitter-Spannung
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Bild 5: Kollektor/Basis-Kapazitat als
Funktion der Kollektor/Basis-Spannung
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Bild 3: Transitfrequenzen der einzeinen
Typen als Funktion des Kollektorstroms
bei Uge =10V und f =100 MHz

3 /|
KT 8255 £ =100MHz
KT925A
1
0 2 4 6 8 10UelM

Bild 6: Gro3signal-Verstarkung als Funk-
tion der Kollektor/Emitter-Spannung bei
f =100 MHz
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Bild 7: Ausgangskennlinienfeld des
Transistors KT 925 A
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Biid 10: Ausgangsleistung als Funktion
der Eingangsleistung beim KT 925 A
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Bild 8: Ausgangskennlinienfeld des
Transistors KT9256
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Bild 11: Ausgangsteistung als Funktion
der Eingangsleistung beim KT9256
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Bild 9: Ausgangskennlinienfeld der Tran-
sistoren KT925B und KT 9251
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Bild 12: Ausgangsleistung als Funktion
der Eingangsleistung beim KT9258 und
KT9251
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